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(54) HUe: SILICON SUBSTRATE COMPRISING POSmVE ETCHXNG PROFILES WTIH A DEFINED SLOPE ANCH* AND 
PRODUCnON METHOD 

(54) Bevdchnimg: SlUZlOMSUBSTRAT MTT POSHIVEN ATZPROFILfii^ MTT DEFINIERTEM BOSCHUNOSWINKEL 
UND VERFAHREN ZUR HCRSTBLLUNO 



ON 



(57) Abstract: The Invention relates to a iUicon 
sabstrate comprising positive etching profiles with a 
defined slope angle. Said dlicon sobstr&te is obtained 
by etching the silicon substzate that is covered with a 
mask and by canying out the following steps: a) the 
silicon substrate is isotropically etched, the ondarcnt 
u of the mask being apptoximaiety identical to the 
etching depth A,; b) the etching depth is incnased by 
me^s of anisotropic etching in alternating etching sti^ and polymerizadon steps during which the ondcrcnt of the mask icmains 
constant sod the etching &ont follows a new course, die sidewalls of the structure being coated with a polymer in said stq>; c) the 
polymer is removed from the structare; and d) st^ a) to c) am repealed until the predefined etching pio&k has been obtained. 
Also disclosed is a method. 




^ (57) Zosanunenliassaiig: Die Erfindnng beiiifit ein Siliziumsubstrat mit positiven Atzpfofilen mit definicitem BOschungswinkel, 
O crhSltUch dmcb Atzen des Sifiziumsabstrafies, das ndt einer Maskc abgedeckt ist and den folgenden Schritten : a) isotrt^ Atzen des 
O Siliziumsabstrates, wobei dieMasksnunterStzung u annttbemd gleich dcr Atztiefe A, ist, b) Y:igrOBem der Atztiefc dureh anisotropes 
^ At^en mit altcmiejnend attfeinanderfblgendeo Atznnd Polymerisationsscfariuen. wobei die MaskenunterStzung konsiant bleibt nnd 
Q die Atz&ont cincn neuen Vcriauf erhalt, und mit dtesem Schiitt die Seitenwande dcr Struktur mit dnem PoJymcr belegt wenlen; c) 
^ Entfemen des Polymers von da- Strukmr. und d) Wiederholcn der Schrine a) bis c) bis das voigegcbcne Atzpmfil ezreicht iSL Ein 
Verfahren ist bescfarieben. 
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